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Preparation and characterization of Co ferrite thin films crystalized in N2 
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【はじめに】 MgO (100)基板上にエピタキシャル成長した Coフェライトは高い磁気異方性を示

すことが報告されている[1]。これまでに我々は、有機金属分解(MOD)法を用いて、大気中でMgO 

(100)基板上に作製した Coフェライト薄膜が作製可能であることを報告した[2]。今回は、MOD法

を用いて N2雰囲気中で結晶化した Coフェライト薄膜について報告する。  

【実験方法】 MOD法を用いてMgO (100)基板(10×10×0.5 mm
3
)上に Coフェライト薄膜を作製し

た。大気中にて、MOD溶液(高純度化学研究所製CoFe-04(1/2))をスピンコートにより塗布(3000 rpm, 

30 s)し、100℃で 10分間乾燥した後、450℃で 10分間仮焼成を行った。その後、大気中もしくは

N2雰囲気中にて、450~700℃で 3時間焼成した。作製した薄膜は、磁気光学測定と X線回折によ

る評価を行った。 

【実験結果】 Fig.1に 450~700℃で焼成した試料の X線回折パターンを示す。焼成温度が 600℃以

上の回折パターンで Coフェライト 400のピークが確認できた。700℃の回折パターンの Coフェ

ライト 400のピーク位置から求めた格子定数は 8.36Åとなり、バルクの値 8.40Åと比較すると、

面直方向に-0.41%の格子歪みが入っていることが予想される。この値は、新関らの報告にある格

子歪み-1.108%[1]より小さい結果となったが、Fig.2に示すカーヒステリシスからわかるように、

600、700℃のいずれの温度で結晶化した試料でも垂直磁気異方性を示し、最大印加磁場の 15 kOe

では飽和していないことがわかった。詳細は、当日報告する。 
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Fig.1 XRD patterns of Co-ferrite thin films.
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Fig.2 Kerr hysteresis of Co-ferrite thin films.
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